
トレンチ型 SiC MOSFET におけるゲート絶縁膜への窒化の効果 

Effects of nitridation on gate oxide for SiC trench MOSFETs 
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はじめに 

トレンチ型 SiC MOSFET では、チャネルに(11-20)、(-1-120)、(1-100)、(-1100)面等の複数の

面が混在し、また、トレンチが形成される方向により、基板のオフ角による影響が異なるた

め、各面の特性のばらつきが抑制されることが望ましい[1,2]。我々は、まず(11-20)基板を用

いて様々なゲート絶縁膜の形成プロセスを検討した。さらに、それらをトレンチ型 MOSFET

に適用し、トレンチ方向及びオフ角依存性について評価を行った。 

結果及び考察 

図 1 に、(11-20)基板上に形成したラテラル MOSFET の電界効果移動度を示す。ゲート絶縁

膜として SiO2を成膜し、各種 POA（Wet+H2、N2O、NH3、NH3+N2O）を行った。Wet+H2 POA

後では、最大で 116cm
2
/Vs と高い移動度を示すが、N2O または NH3 POA 後では 30～40cm

2
/Vs

程度であった。一方、NH3 POA後にN2O POAを行った場合（NH3+N2O）、最大移動度が60cm
2
/Vs

であり、N2O または NH3のみの場合に比べて高い移動度が得られた。これは、N2O POA 前の

SiO2に NH3 POA を行うことにより、N2O POA による再酸化や界面の窒素終端の効果に違い

が生じることを示唆している。 

 これらの酸化膜を、トレンチ型 MOSFET において評価を行い、電気的特性のトレンチ方向

及びオフ角依存性について調べた。その結果、Wet+H2 POA では移動度のトレンチ方向依存

性、及び閾値のオフ角依存性が顕著であるのに対し、POA で窒化を行うことにより、それら

が大幅に抑制されることが分かった。 
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図 1. (11-20)基板に形成したラテラル MOSFET

の電界効果移動度 
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